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摘要(译)

本发明提供一种微发光二极管阵列的转印方法，在接受基板上设置数个
接受凸起，微发光二极管被置于接受基板上相应的接受凸起上，因此，
对于同一个传送头，通过改变数个接受凸起在接受基板上的排列方式，
便可实现在接受基板上转印不同排列方式的微发光二极管阵列。
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